
PA7-G-260809-*-009

SiC MOSFET 沟槽栅结构
– 高可靠性–



© Mitsubishi Electric Corporation
PA7-G-260809-*-009

SiC MOSFET 沟槽栅结构– 高可靠性–

・三菱电机采用了专有的沟槽栅结构，在沟槽底部形成了底部P阱（BPW），这是电场最容易集中的地方。
这种独特的设计显著减轻了栅极氧化层上的电场应力。

・因此，实现了栅极氧化层寿命与传统平面栅SiC MOSFET相当甚至更优的效果，大大提升了产品的长期可靠性。
・即使考虑到实际应用中预期的氧化物电场水平和运行条件，仍确保了足够的寿命裕度，以满足所需的可靠性目标。

1E+1
1E+2
1E+3
1E+4
1E+5
1E+6
1E+7
1E+8
1E+9

1E+10

0 2 4 6 8 10 12

t 63
%

 [s
]

Eox [MV/cm]

预期产品寿命

栅氧电场

栅
氧

特
征

寿
命

(6
3.

2%
 累

积
失

效
概

率
)

n+ SiC 衬底

漏极

n- 漂移层

n++

p

p+ n+

源极

G
at

e

JD

BPW

SiC MOSFET的沟槽栅结构

(备注) 预期产品寿命假设
• 栅氧化层电场：等效 5 MV/cm
• 使用工况：等效 15 年

〇 平面栅SiC MOSFET

▲ 沟槽栅SiC MOSFET

    线性拟合(沟槽)
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